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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和1年6月27日(2019.6.27)

【公表番号】特表2018-526469(P2018-526469A)
【公表日】平成30年9月13日(2018.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2018-035
【出願番号】特願2017-562647(P2017-562647)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｊ 201/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 175/04     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/30     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 133/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 183/04     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 109/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 123/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 123/20     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｊ  201/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  175/04     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   27/00     １０１　
   Ｂ３２Ｂ   27/30     　　　Ａ
   Ｃ０９Ｊ  133/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  183/04     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  109/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  123/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ  123/20     　　　　
   Ｇ０９Ｆ    9/00     ３４２　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３０８Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月22日(2019.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　本発明について、好ましい実施形態を参照して説明してきたが、当業者であれば、本発
明の趣旨及び範囲から逸脱することなく形状及び細部において変更がなされ得ることを認
識するであろう。本開示の実施態様の一部を以下の［項目１］－［項目２１］に記載する
。
［項目１］
　接着剤組成物を含む、フレキシブルデバイス用のアセンブリ層であって、
　約－３０℃～約９０℃の温度範囲内で、前記アセンブリ層が、振動数１Ｈｚにおいて約
２ＭＰａを超えないせん断貯蔵弾性率と、約５０ｋＰａ～約５００ｋＰａのせん断応力を
負荷して５秒において測定される少なくとも約６×１０－６　１／Ｐａのせん断クリープ
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コンプライアンス（Ｊ）と、約５ｋＰａ～約５００ｋＰａの範囲内のせん断応力を負荷し
た少なくとも１点において前記負荷したせん断応力の解除後約１分以内に少なくとも約５
０％のひずみ回復と、を有する、アセンブリ層。
［項目２］
　前記アセンブリ層が光学的に透明である、項目１に記載のアセンブリ層。
［項目３］
　前記フレキシブルデバイスが電子ディスプレイデバイスである、項目１に記載のアセン
ブリ層。
［項目４］
　前記アセンブリ層が、アクリル、アクリルブロックコポリマー、物理的に架橋されたシ
リコーンエラストマー、共有結合で架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、
アイオノマー架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、ポリウレタン、ポリイ
ソプレン、ポリブタジエン、オレフィンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、及び高
級アルキルポリオレフィンのうちの少なくとも１つを含む、項目１に記載のアセンブリ層
。
［項目５］
　前記アセンブリ層が、最高で約１０℃のガラス転移温度を有する、項目１に記載のアセ
ンブリ層。
［項目６］
　前記接着剤組成物が、ウレタン系シリコーンコポリマーを含み、前記ウレタン系シリコ
ーンコポリマーが、以下の式：

【化２】

　［式中、ＲＩＳＯは、ジイソシアネートの残渣であり、ＲＤＩＯＬは、ジオールの残渣
であり、
　ここで、ＲＤＩＯＬは、
　ａ）式－Ｒ２－
　（式中、Ｒ２は、直鎖、分枝鎖、若しくは環状アルキレン又はオキシアルキレンである
）の単位と、
　ｂ）式－Ｑ－（Ｒ１）２ＳｉＯ－（Ｓｉ（Ｒ１）２Ｏ）ｎ－Ｓｉ－（Ｒ１）２－Ｑ－
　（式中、Ｒ１は、独立してアルキル又はアリールであり、Ｑは、結合価２以上の結合基
であり、ｎ＝５～２００である）のシリコーン系単位と、
　単位ｃ）、ｄ）、ｅ）、及びｆ）のうちの少なくとも１つと、を含み、ここで、
　ｃ）は、式－Ｒ２－（Ａ）ｂ－Ｑ－（Ａ）ｂ－Ｒ２－
　（式中、Ａは、（メタ）アクリル官能基Ｘ－Ｃ（Ｏ）Ｃ（Ｒ４）＝ＣＨ２

　（式中、Ｘは、Ｏ－又はＮＲ３

　（式中、Ｒ３は、Ｈ又は１～４個の炭素原子のアルキルである）から選択され、
　Ｒ４は、１～４個の炭素原子のアルキルである）であり、
　ｂは、１～３であり、Ｑ及びＲ２は、上記定義のとおりである）のアクリレート含有単
位であり、
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　ｄ）は、式－Ｒ２－Ｑ－（ＣＯ２Ｈ）ｂ－Ｒ２－
　（式中、－Ｒ２－、ｂ、及びＱは、上記定義のとおりである）のカルボン酸含有単位で
あり、
　ｅ）は、式－Ｒ２－Ｑ－（ＳＯ３Ｍ）ｂ－Ｒ２－
　（式中、－Ｒ２－、ｂ、及びＱは、上記定義のとおりであり、Ｍは、Ｎａ又はＬｉであ
る）のスルホン酸塩含有単位であり、
　ｆ）は、式－Ｒ２－Ｑ－（Ｎ（Ｒ５）３

＋Ｘ－）ｂ－Ｒ２－（式中、－Ｒ２－、ｂ、及
びＱは、上記定義のとおりであり、Ｒ５は、独立して、アルキル、アリール、アラルキル
、アルカリール、アルキレン、アリーレン、アラルキレン、又はアルカリーレンであり、
Ｘ－は対イオンである）の第四級アンモニウム塩単位である］の単位を含む、項目１に記
載のアセンブリ層。
［項目７］
　第１のフレキシブル基材と、
　第２のフレキシブル基材と、
　前記第１のフレキシブル基材と前記第２のフレキシブル基材との間に接触して配置され
たアセンブリ層と、を含み、約－３０℃～約９０℃の温度範囲内で、前記アセンブリ層が
、振動数１Ｈｚにおいて約２ＭＰａを超えないせん断貯蔵弾性率と、約５０ｋＰａ～約５
００ｋＰａのせん断応力を負荷して５秒において測定される少なくとも約６×１０－６　
１／Ｐａのせん断クリープコンプライアンス（Ｊ）と、約５ｋＰａ～約５００ｋＰａの範
囲内のせん断応力を負荷した少なくとも１点において前記負荷したせん断応力の解除後約
１分以内に少なくとも約５０％のひずみ回復と、を有する、ラミネート。
［項目８］
　前記アセンブリ層が光学的に透明である、項目７に記載のラミネート。
［項目９］
　前記第１の基材及び前記第２の基材のうちの少なくとも１つが光学的に透明である、項
目７に記載のラミネート。
［項目１０］
　前記ラミネートが７０℃／相対湿度９０％の環境に７２時間置かれ、次いで室温まで冷
却された後に、前記ラミネートが約５％未満のヘイズ値を有する、項目７に記載のラミネ
ート。
［項目１１］
　前記アセンブリ層が、最高で約１０℃のガラス転移温度を有する、項目７に記載のラミ
ネート。
［項目１２］
　前記ラミネートが、約１５ｍｍ未満の曲率半径を負荷するチャネル内に室温で２４時間
の期間にわたって定置された際、不良を呈さない、項目７に記載のラミネート。
［項目１３］
　前記ラミネートが、室温での前記２４時間の期間後に前記チャネルから取り出された後
、少なくとも約１３０度の夾角まで復帰する、項目１２に記載のラミネート。
［項目１４］
　前記ラミネートに、約１０，０００サイクルの曲率半径約１５ｍｍ未満の折り曲げによ
る動的折り曲げ試験を室温で実施するとき、前記ラミネートが不良を呈さない、項目７に
記載のラミネート。
［項目１５］
　前記アセンブリ層が、アクリル、アクリルブロックコポリマー、物理的に架橋されたシ
リコーンエラストマー、共有結合で架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、
アイオノマー架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、ポリウレタン、ポリイ
ソプレン、ポリブタジエン、オレフィンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、及び高
級アルキルポリオレフィンのうちの少なくとも１つを含む、項目７に記載のラミネート。
［項目１６］
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　第１の基材と第２の基材とを接着する方法であって、前記第１の基材と前記第２の基材
の両方が可撓性であり、前記方法が、
　前記第１のフレキシブル基材と前記第２のフレキシブル基材との間にアセンブリ層（こ
こで、約－３０℃～約９０℃の温度範囲内で、前記アセンブリ層は、振動数１Ｈｚにおい
て約２ＭＰａを超えないせん断貯蔵弾性率と、約５０ｋＰａ～約５００ｋＰａのせん断応
力を負荷して５秒において測定される少なくとも約６×１０－６　１／Ｐａのせん断クリ
ープコンプライアンス（Ｊ）と、約５ｋＰａ～約５００ｋＰａの範囲内のせん断応力を負
荷した少なくとも１点において前記負荷したせん断応力の解除後約１分以内に少なくとも
約５０％のひずみ回復と、を有する）を配置してラミネートを形成することと、
　圧力及び熱のうちの少なくとも１つを加えてラミネートを形成することと、を含む、方
法。
［項目１７］
　前記アセンブリ層が光学的に透明である、項目１６に記載の方法。
［項目１８］
　前記ラミネートが、約１５ｍｍ未満の曲率半径を負荷するチャネル内に室温で２４時間
の期間にわたって定置された際、不良を呈さない、項目１６に記載の方法。
［項目１９］
　前記ラミネートが、室温での前記２４時間の期間後に前記チャネルから取り出された後
、少なくとも約１３０度の夾角まで復帰する、項目１８に記載の方法。
［項目２０］
　前記ラミネートに、約１０，０００サイクル超の曲率半径約１５ｍｍ未満の折り曲げに
よる動的折り曲げ試験を室温で実施するとき、前記ラミネートが不良を呈さない、項目１
６に記載の方法。
［項目２１］
　前記アセンブリ層が、アクリル、アクリルブロックコポリマー、物理的に架橋されたシ
リコーンエラストマー、共有結合で架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、
アイオノマー架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、ポリウレタン、ポリイ
ソプレン、ポリブタジエン、オレフィンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、及び高
級アルキルポリオレフィンのうちの少なくとも１つを含む、項目１６に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着剤組成物を含む、フレキシブルデバイス用のアセンブリ層であって、
　約－３０℃～約９０℃の温度範囲内で、前記アセンブリ層が、振動数１Ｈｚにおいて約
２ＭＰａを超えないせん断貯蔵弾性率と、約５０ｋＰａ～約５００ｋＰａのせん断応力を
負荷して５秒において測定される少なくとも約６×１０－６　１／Ｐａのせん断クリープ
コンプライアンス（Ｊ）と、約５ｋＰａ～約５００ｋＰａの範囲内のせん断応力を負荷し
た少なくとも１点において前記負荷したせん断応力の解除後約１分以内に少なくとも約５
０％のひずみ回復と、を有する、アセンブリ層。
【請求項２】
　前記アセンブリ層が、アクリル、アクリルブロックコポリマー、物理的に架橋されたシ
リコーンエラストマー、共有結合で架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、
アイオノマー架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、ポリウレタン、ポリイ
ソプレン、ポリブタジエン、オレフィンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、及び高
級アルキルポリオレフィンのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のアセンブリ
層。
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【請求項３】
　前記接着剤組成物が、ウレタン系シリコーンコポリマーを含み、前記ウレタン系シリコ
ーンコポリマーが、以下の式：
【化１】

　［式中、ＲＩＳＯは、ジイソシアネートの残渣であり、ＲＤＩＯＬは、ジオールの残渣
であり、
　ここで、ＲＤＩＯＬは、
　ａ）式－Ｒ２－
　（式中、Ｒ２は、直鎖、分枝鎖、若しくは環状アルキレン又はオキシアルキレンである
）の単位と、
　ｂ）式－Ｑ－（Ｒ１）２ＳｉＯ－（Ｓｉ（Ｒ１）２Ｏ）ｎ－Ｓｉ－（Ｒ１）２－Ｑ－
　（式中、Ｒ１は、独立してアルキル又はアリールであり、Ｑは、結合価２以上の結合基
であり、ｎ＝５～２００である）のシリコーン系単位と、
　単位ｃ）、ｄ）、ｅ）、及びｆ）のうちの少なくとも１つと、を含み、ここで、
　ｃ）は、式－Ｒ２－（Ａ）ｂ－Ｑ－（Ａ）ｂ－Ｒ２－
　（式中、Ａは、（メタ）アクリル官能基Ｘ－Ｃ（Ｏ）Ｃ（Ｒ４）＝ＣＨ２

　（式中、Ｘは、Ｏ－又はＮＲ３

　（式中、Ｒ３は、Ｈ又は１～４個の炭素原子のアルキルである）から選択され、
　Ｒ４は、１～４個の炭素原子のアルキルである）であり、
　ｂは、１～３であり、Ｑ及びＲ２は、上記定義のとおりである）のアクリレート含有単
位であり、
　ｄ）は、式－Ｒ２－Ｑ－（ＣＯ２Ｈ）ｂ－Ｒ２－
　（式中、－Ｒ２－、ｂ、及びＱは、上記定義のとおりである）のカルボン酸含有単位で
あり、
　ｅ）は、式－Ｒ２－Ｑ－（ＳＯ３Ｍ）ｂ－Ｒ２－
　（式中、－Ｒ２－、ｂ、及びＱは、上記定義のとおりであり、Ｍは、Ｎａ又はＬｉであ
る）のスルホン酸塩含有単位であり、
　ｆ）は、式－Ｒ２－Ｑ－（Ｎ（Ｒ５）３

＋Ｘ－）ｂ－Ｒ２－（式中、－Ｒ２－、ｂ、及
びＱは、上記定義のとおりであり、Ｒ５は、独立して、アルキル、アリール、アラルキル
、アルカリール、アルキレン、アリーレン、アラルキレン、又はアルカリーレンであり、
Ｘ－は対イオンである）の第四級アンモニウム塩単位である］の単位を含む、請求項１に
記載のアセンブリ層。
【請求項４】
　第１のフレキシブル基材と、
　第２のフレキシブル基材と、
　前記第１のフレキシブル基材と前記第２のフレキシブル基材との間に接触して配置され
たアセンブリ層と、を含み、約－３０℃～約９０℃の温度範囲内で、前記アセンブリ層が
、振動数１Ｈｚにおいて約２ＭＰａを超えないせん断貯蔵弾性率と、約５０ｋＰａ～約５
００ｋＰａのせん断応力を負荷して５秒において測定される少なくとも約６×１０－６　
１／Ｐａのせん断クリープコンプライアンス（Ｊ）と、約５ｋＰａ～約５００ｋＰａの範
囲内のせん断応力を負荷した少なくとも１点において前記負荷したせん断応力の解除後約
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１分以内に少なくとも約５０％のひずみ回復と、を有する、ラミネート。
【請求項５】
　前記ラミネートが７０℃／相対湿度９０％の環境に７２時間置かれ、次いで室温まで冷
却された後に、前記ラミネートが約５％未満のヘイズ値を有する、請求項４に記載のラミ
ネート。
【請求項６】
　前記ラミネートが、約１５ｍｍ未満の曲率半径を負荷するチャネル内に室温で２４時間
の期間にわたって定置された際、不良を呈さない、請求項４に記載のラミネート。
【請求項７】
　前記ラミネートが、室温での前記２４時間の期間後に前記チャネルから取り出された後
、少なくとも約１３０度の夾角まで復帰する、請求項６に記載のラミネート。
【請求項８】
　前記ラミネートに、約１０，０００サイクルの曲率半径約１５ｍｍ未満の折り曲げによ
る動的折り曲げ試験を室温で実施するとき、前記ラミネートが不良を呈さない、請求項４
に記載のラミネート。
【請求項９】
　第１の基材と第２の基材とを接着する方法であって、前記第１の基材と前記第２の基材
の両方が可撓性であり、前記方法が、
　前記第１のフレキシブル基材と前記第２のフレキシブル基材との間にアセンブリ層（こ
こで、約－３０℃～約９０℃の温度範囲内で、前記アセンブリ層は、振動数１Ｈｚにおい
て約２ＭＰａを超えないせん断貯蔵弾性率と、約５０ｋＰａ～約５００ｋＰａのせん断応
力を負荷して５秒において測定される少なくとも約６×１０－６　１／Ｐａのせん断クリ
ープコンプライアンス（Ｊ）と、約５ｋＰａ～約５００ｋＰａの範囲内のせん断応力を負
荷した少なくとも１点において前記負荷したせん断応力の解除後約１分以内に少なくとも
約５０％のひずみ回復と、を有する）を配置してラミネートを形成することと、
　圧力及び熱のうちの少なくとも１つを加えてラミネートを形成することと、を含む、方
法。
【請求項１０】
　前記アセンブリ層が、アクリル、アクリルブロックコポリマー、物理的に架橋されたシ
リコーンエラストマー、共有結合で架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、
アイオノマー架橋されたシリコーンエラストマー試薬生成混合物、ポリウレタン、ポリイ
ソプレン、ポリブタジエン、オレフィンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、及び高
級アルキルポリオレフィンのうちの少なくとも１つを含む、請求項９に記載の方法。
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